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OEM:Valvo Transistor BU105 Datasheet

BU 105

SILIZIUM - NPN - LEISTUNGSTRANSISTOR
mit hoher Sperrspannung,

filr Horizontal=Ablenk-Endstufen
in netzbetriebenen Fernsehempflingern
bei Speisespannungen um 150 V

Hechapische Peten:

Gehliuser Metall, JEDEC TO=3
3 B 2 nach DIN 41 B72

Der Kollektor ist mit dem
Gehluse leitend verbunden.

MaBangaben in mm.

e r A

L |

=—max. 1.4

Earsdateps
Eollektor-Sperrspannung, Scheitelwert Hc! o M = maxX. 1,5 kv
Kellektor=Emitter-Sperrspannung, Scheitelwert Usg gy = max. 1,8 &V
Eollektorstrom I{: = max. 2,56 A
Gesamtverlustleistung beil "li S 90°c P“t = BAX. 10 W
Sperrschichttemperatur -IJ = max. 118 -'I:
Eollektor-Fmitter-Hestspannung ¢

bei Ic = 2,0 A, I:I = 1,6 A "cn sat ¥ B v
Transit=Frequens

bei Uc! =5V, IE = 0,1 A !" - 7,85 MHz
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OEM:Valvo Transistor BU105 Datasheet
Absolute Gremsverte: (gliltig bis 8, )
Eollektor-Sperrspannung bei I: = 01 UCI g ™ max. 780 V
bei I, = 0, Scheitelvert: Uep o q = ®8x. 1,6 k¥
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei ll: S 100 @ U‘c! R " max. 180 W
bei lll 5 100 Q, Scheitelwert: ul:l R N = WAZ. 1,5 &V
Eollektorstrom: Ic = max. 2,5 A
Basisstrom, Scheitelwert: Il M = max. 2,0 A
negativer Basisstrom, Mittelwert (t" S 2 ma )t “Iy 4y = max. 0,1 A
negativer Basisstrom, Scheitelwert: 'Il M = max. 1,6 A
Emitterstrom: 'II = max. 4,0 A
Gesamtverlustleistung: Ptnt = BAX. 10 W
Sperrschichttemperatur: FJ = max. 115 °C
Lagerungs temperatur: Is = min. -85 °C
o = max. 115 °c
Wirmewiderstand:

Wirmewiderstand zwischem Sperrschicht und Gehluseboden:
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OEM:Valvo

Transistor BU105

Datasheet

Kepnwerte: (bei 8 = 25°C)

J

Eollektor=Emitter=Reststrom

bei UCE = 1,5 kV, UHE = 0

Emitter-Durchbruchspannung
bei ]E = 100 mA, I': = 0

Kollektor-Emitter-Hestspannung

bei Ic = 2,8 A, IB = 1,50 A
Basisspannung
bei IE = 2.5 A, IH = 1,5 As

Transit=Frequenz
bei UCE = BV, IE = 0,1 A,

¢ Kollektorkapazitiit
bei l.|'i....:n = 10 V, IE =0, f =1 MHz:

M= b MHz:

Abfallzeit des Kollektorstromes
B end

nach [ = 2 A, I = 1,56 A:s

C end

%) mit Ly = 12 uH

Tee s - 1 m )
U(BR) EB 0 = s v

Uck sat g v

UIE sat s L, ¥

fT = 7,8 MHz
Ct = 65 pF

t, = 0,75 s %)

0%,

1] Impulsmessung mit tp = 10 ms, fp = 50 Hz
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BU 105
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BU 105
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O
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BU 105

Hinweise fil

von Horizontal=Ablenk=Endstufen:

In praktischen Horizental=Ablenkschaltungen kinnen Streuungen des Kollektor-
Spitzenstromes und der Kellektor-Emitter-Spitzenspannung auftreten., Die Schal-
tungen sind daher so auszulegen, dal die Nominalwerte von [E M und UCE M bei
Nominal-Bedingungen

in Schaltungen mit stabilisierter Speisespannung mindestens 25 %

in Schaltungen mit micht stabilisierter Speisespannung mindestens 35 %

unter den absoluten Grenzwertem liegen.

In nachstehenden Diagrammen ist I'mt fiber 1 flir verschiedene Werte vom

C M nom
Uk M nom aufgetragen, dabei sind die mbglichen Strevungen vonm Ic M und UCE "

von 25 bzw. 35 % berllcksichtigt.

Speisespannung
stabilisiert nicht stabilisiert
Prot ] Prot
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1
= 1200V =100V
10 Ueg u nam 1000V 10 l'{:!:'llm 900V =
800V 5 T 700V u
600V S00V 1.1 ]
5 5
0 0
0 Vo demned) 2 0 U demnem W2

{l_ﬂ,tllplnnnn‘llthvlnk‘n‘!u £ 10 %

Datasheet Rev. 1.0 — 08/20 — data without warranty / liability



OEM:Valvo Transistor BU105 Datasheet

BU 105

Der flir eine hinreichend niedrige Kollektor-Emitter-Spannung am Ende des Hin-
laufs erforderliche Basisstrom I’ end und die zum Erzielen kurzer Abschaltzei-
ten notwendige Induktivitit I‘B in der Basis=Zuleitung sind in nachstehenden
Diagrammen Uber IC ¥ nen dargestellt.

Die mit den empfohlenen Wertem vom lll end und I‘B erzielbare Abfallzeit t’, B0=

wie die Speicherzeit . sind ebenfalls aus nachstehenden [Magrammen zu ersehen.
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